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Гл. редактор:  д. ф.-м. н. А.М.Тишин


В настоящем номере   Бюллетеня публикуется  статья о наномагнитных биосенсорах, представлен обзор  по  проблемам  спиновой  химии, сделана подборка кратких сообщений по магнитной   тематике со страниц зарубежных сайтов  и  журналов. 

Сообщается о начале работы Секции магнитной сепарации при МООСМ “Магнитное общество”, опубликовано «Положение о Секции магнитной сепарации”. Публикуется информация о Совместном заседании ТК428 "Магнитные материалы и изделия"    и Рабочей группы МАГО по стандартизации
 Предлагается информация об основных конференциях 2005 года.
Хроника магнитной жизни
Секция магнитной сепарации начинает свою работу

Правление МООСМ «Магнитное общество» сообщает, что 22 марта  2005 г. состоялось первое организационное заседание Секции магнитной сепарации.

В ходе заседания был определен состав руководящего органа секции: Совета секции магнитной сепарации. Председателем Совета избран Кармазин В.В., д.т.н., действ. член РАЕН и МИА, профессор МГГУ (Москва, РФ), сопредседателем по странам СНГ - Улубабов Р.С. Луганск, Украина), зам. Председателя – к.ф.-м.н. Тагунов Е.Я. (Москва, РФ), ответственный секретарь - к.т.н. Сеин В.А. (Москва, РФ). В состав

 Совета секции вошли также к.т.н. Азбель Ю.И. (С-Петербург, РФ), д.ф.-м.н. Тишин А.М. (Москва, РФ),  Шархов В.В. (Воронеж, РФ).

В ходе заседания было обсуждено и одобрено «Положение о Секции магнитной сепарации  при  МООСМ  “Магнитное общество”», в котором определены цели и задачи создания Секции, основные направления  её работы, выработаны принципы организационного построения Секции. Был также утвержден План работы  Секции  на 2005 г.

С предложениями, связанными с организацией работы Секции, и с обсуждением  наиболее важных  научно-технических и производственных проблем магнитной сепарации в РФ и  странах СНГ, можно обращаться  к зам. председателя Совета Секции к.ф.-м.н. Тагунову Евгению Яковлевичу по тел. +7  (916)  908 12 78. 

Положение

о Секции магнитной сепарации

при   МООСМ “Магнитное общество“

 Секция магнитной сепарации при  МООСМ “Магнитное общество“ создается с целью:

-объединения специалистов и организаций, занимающихся разработкой, производством и применением различных устройств магнитной сепарации в научных исследованиях и производстве продовольственных и промышленных товаров и оборудования на территории Российской Федерации и стран СНГ;

-обеспечения научно-технического прогресса в области разработок систем магнитной сепарации;

-повышения конкурентоспособности отечественного оборудования магнитной сепарации путем совершенствования производства на основе использования достижений современной науки;

-обеспечения наиболее полного информирования потребителей систем и оборудования магнитной сепарации о технико-экономических показателях продукции указанного профиля, выпускаемой различными производителями, а также о новейших научно-технических разработках в области магнитной сепарации.

Основные направления работы

 Для достижения указанных целей, секция магнитной сепарации, осуществляет свою работу по следующим направлениям:

-проведение организационно-консультационной работы с производителями и потребителями устройств магнитной сепарации;

-формирование временных трудовых коллективов для разработки новых устройств магнитной сепарации, отвечающих современным научно-техническим требованиям;

-организация публикаций о последних научно-технических достижениях в области магнитной сепарации в бюллетенях Магнитного общества и других изданиях;

-разработка стандартов Магнитного общества и для магнитных систем сепараторов промышленного назначения;

 -участие в разработке проектов национальных стандартов Российской Федерации для магнитных сепараторов промышленного назначения;

-выработка рекомендаций для производителей и потребителей устройств магнитной сепарации, касающихся мер, направленных на приведение  эксплуатационных характеристик  магнитных сепараторов в соответствие с требованиями технических регламентов, национальных и международных стандартов;

-содействие потребителям устройств магнитной сепарации в компетентном выборе устройств, отвечающих их запросам;

-разработка методов и аппаратуры для тестирования систем магнитной сепарации;

создание и регистрация в соответствующем органе исполнительной власти по техническому регулированию системы добровольной сертификации устройств магнитной сепарации;

-разработка и определение порядка применения знака соответствия Магнитного общества  для систем магнитной сепарации;

-развитие международного научно-технического сотрудничества в области совершенствования существующих и разработок новых методов магнитной сепарации для научно-исследовательских и промышленных целей;

-определение наиболее перспективных направлений развития магнитной сепарации в Российской Федерации и активное вовлечение в работу секции магнитной сепарации ведущих профильных научно-исследовательских и проектных организаций Российской Федерации и стран СНГ.

Организационные принципы построения секции магнитной сепарации

     Руководящим органом секции магнитной сепарации является Совет секции, утверждаемый Правлением МООСМ “Магнитное общество“.  Председатель, сопредседатель, заместители председателя Совета секции утверждаются решением Совета секции в порядке, им устанавливаемом.   

     В состав секции магнитной сепарации Магнитного общества  может быть включен любой член Магнитного общества  в соответствии с письменным заявлением, поданным им в Совет секции.

     Порядок коллективного членства в секции магнитной сепарации отдельных организаций устанавливается Правлением Магнитного общества  в соответствии с Уставом  МООСМ “Магнитное общество“.

Совместное заседание ТК428 "Магнитные материалы и изделия"    и Рабочей группы МАГО по стандартизации

11 апреля на совместном заседании ТК428 "Магнитные материалы и изделия" и Рабочей группы Магнитного общества по стандартизации были рассмотрены следующие вопросы:

1. Русская версия новых терминов в Главе 221 "Магнитные материалы и компоненты" Международного электротехнического словаря, предложенных ТК51 и ТК68 МЭК. Работа выполняется совместно с ВНИИКИ.

2. Авторская редакция ГОСТ'a "Магниты постоянные. Общие технические требования". Руководитель разработки проф. П.А. Тыричев 

3. Предложения по разработке стандарта "Материалы магнитотвердые на основе системы Nd-Fe-B. Классификационные признаки и основные магнитофизические свойства" 

Член редколлегии 

к.т.н. И.Д. Подольский
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   ИСТОЧНИКИ  МАГНИТНОГО  ПОЛЯ

   для научных и прикладных целей

· создание полей  высокой однородности 

       и сложной конфигурации

· источники на постоянных
       магнитах с фиксированным 

       и регулируемым полем

· электромагниты и

       источники питания

· конструирование и производство
http://www.NdFeB.ru  e-mail: pmt@NdFeB.ru
тел/факс +7 (501) 443 67 14
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XV Международная конференция по постоянным магнитам (МКПМ-2005)

г. Суздаль, Россия

19 – 23 сентября 2005 г.

Общие сведения
Место проведения конференции

Главный туристический комплекс (ГТК) г.Суздаль 

Цель конференции
Конференция по постоянным магнитам призвана обеспечить квалифицированное обсуждение на представительном форуме последних достижений в области научных исследований, производства, применения и сертификации  магнитотвердых материалов.

Тематика конференции
· Физика магнитных явлений, процессы перемагничивания и структура магнитотвердых сплавов 

· Физические основы технологии изготовления постоянных магнитов.

· Магнитные измерения: физика, техника, метрология, сертификация и стандартизация.

· Расчёт и моделирование магнитных систем. Применение постоянных магнитов.

· Физические и физико-химические основы получения высокочистых материалов для постоянных магнитов. Переработка отходов производства постоянных магнитов.

Исполнительный  оргкомитет  конференции
А.С.Лилеев – Председатель, Москва, Россия

Е.В.Сидоров – Зам. Председателя, Председатель Локального Комитета, Владимир, Россия

Ю.Д.Ягодкин – Зам. Председателя,  Москва, Россия

В.А.Глебов – Москва, Россия

В.А.Кечин– Владимир, Россия

П.А.Курбатов– Москва, Россия 

И.П.Менушенков– Москва, Россия

А.С.Перминов–Москва, Россия

В.А.Сеин– Москва, Россия

А.М.Тишин– Москва, Россия 

В.Н. Викторов–ученный секретарь, Москва, Россия

Рабочий язык
Рабочими языками конференции являются русский и английский

Регистрация
Для участия в конференции необходимо до 01.07.05 г. выслать почтой в адрес Локального оргкомитета Регистрационную форму, прилагаемую к данному извещению. Регистрационная форма может также быть выслана по факсу (0922) 35-35-67 либо в отсканированном виде по e-mail: ferromag@port33.ru . Регистрация участников конференции будет проходить 19 сентября в холе ГТК г. Суздаля с 12-00 до 22-00.

Тезисы
К началу работы XV конференции будут изданы программы и тезисы докладов. Материалы для публикации необходимо представлять в электронном виде и на твердом носителе.

Тезисы докладов должны быть представлены в оргкомитет до 1 июня 2005 г. по адресу:

119049, Москва, Ленинский пр., 4, МИСиС, ком.714

Лилеев Алексей Сергеевич, 

E-mail: lileev@misis.ru, тел.: (095) 230-44-22,

 (095) 955-01-33.

Ягодкин Юрий Дмитриевич 

E-mail: yag52@mail.ru , тел.: (095)-955-01-63.

Инструкцию по оформлению тезисов можно получить в оргкомитете конференции. Тезисы докладов, присланные не по указанной форме и с рисунками, приниматься не будут.

Выставка
В период работы конференции планируется проведение выставки новых материалов,  оборудования и научной литературы, а также организация конкурсов по различным номинациям, в том числе на лучшую научную работу молодых ученых.

Регистрационный взнос 

Для участия в конференции необходимо оплатить регистрационный взнос:  2500 руб. (до 01.07.05) и 3000 руб. (после 01.07.05). Для студентов и аспирантов регистрационный взнос составляет 

500 руб. (до 01.07.05) и 1000 руб. (после 01.07.05).

   В сумму регистрационного взноса входит стоимость материалов конференции, кофе, мероприятий культурной программы, транспортное обслуживание (от г. Владимира).

Оплату регистрационного взноса и рекламных материалов необходимо произвести по следующим платежным реквизитам: получатель 

ООО «Ферромаг», ИНН 3329031294, 

КПП 332901001, р/сч: 40702810000260002217 

в филиал ВРУ ОАО «МИНБ» г. Владимир, БИК 041708716, кор. счет 30101810200000000716

Реклама
В работе конференции предусмотрена возможность демонстрации рекламных экспонатов за дополнительную плату: 1 кв. метра выставочной площади составляет 2000 рублей;

Участники конференции могут поместить материалы с рекламой своей продукции в сборнике Тезисов докладов конференции. Минимальный объём рекламного сообщения – 1/4 листа формата А4, максимальный – 2  листа формата А4.

Стоимость рекламных услуг:

1/4 листа А4 – 1250 руб.

1/2 листа А4 –  2500 руб.

1 лист формата А4 – 5000 руб.

Деньги перечисляются до 1 июня 2005 г. на приведенный выше расчётный счёт. По поводу выставления счета на оплату обращаться по 

тел.: (0922) 35-34-68 тел/факс (0922) 35-35-67

Транспорт
До г. Владимира можно доехать из г. Москвы на электричке (с Курского вокзала) или на автобусе (от автостоянки у Курского вокзала). В г. Суздаль можно попасть на рейсовых автобусах и маршрутных такси от автовокзала г. Владимира, расположенного на той же площади,  что  и  железнодорожный  вокзал. 19 сентября для участников конференции будут организованы рейсы автобуса от ж/д вокзала г. Владимира до ГТК в г. Суздаль.

Культурная программа
Планируется проведение экскурсий по историческим, художественным, архитектурным, природным и этнографическим музеям городов Владимира и Суздаля.

Проживание
Планируется, что все участники конференции будут размещены в гостинице или в мотеле ГТК г. Суздаля. Для того, чтобы оргкомитет конференции мог заблаговременно зарезервировать достаточное количество мест, просьба в Регистрационной форме сделать соответствующую отметку.

Контрольные сроки
· Предоставление тезисов - до 1 июня 2005г.

· Отправка регистрационной формы и оплата участия в конференции - до 15 июля 2005

· Регистрация участников и предоставление экспонатов - 19 сентября

Контакты
Исполнительный оргкомитет конференции:

Лилеев Алексей Сергеевич,
119049, Москва, Ленинский пр.,4, МИСиС, ком.714

тел.: (095) 230- 44 –22, (095) 955-01-33, 

e-mail: lileev@misis.ru  

Ягодкин Юрий Дмитриевич

119049, Москва, Ленинский пр.,4,  МИСиС,

тел.: (095)-955-01-63, yag52@yandex.ru 
Локальный  комитет конференции:

Сидоров Евгений Васильевич
600009 г. Владимир, ул. Электрозаводская, 7, а/я 40, Владимирское отделение магнитного общества, тел. (0922) 35-34-68,тел /факс (0922) 35-35-67 или
 e-mail: ferromag@port33.ru 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия___________________________________

Имя        ___________________________________

Отчество__________________________________ 

Организация_______________________________

Подразделение______________________________

Должность      ______________________________

Адрес организации _______________________________________________________________________________________

Тел:_________________Факс:_________________

E-mail:_____________________________________

Авторы доклада____________________________

___________________________________________

Название доклада__________________________

___________________________________________

___________________________________________

Форма представления материалов (подчеркнуть)
Устный доклад     Стендовый доклад         Реклама

Дата прибытия____________________________

Дата предполагаемого отъезда_______________

Предпочтительно проживание в гостинице в:

                                   (подчеркнуть)

Одноместном номере 

Двухместном номере

Мотеле

Дата: «…..»_________2005 г.

Подпись____________________________________

 Министерство образования и науки Украины

Таврический Национальный университет им.В.И.Вернадского

Институт магнетизма НАН и МОН Украины

НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины

НС “Физика конденсированных сред”  РАН

Украинское физическое общество

Международная конференция

«Функциональные Материалы»

ICFM’ 2005

3–8 октября 2005, Крым, Украина
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Конференция посвящена проблемам физики, технологии и применения новых материалов и структур, обладающих определенными функциональными свойствами.

Международный комитет
Председатель - В. Барьяхтар ( Украина)

К. Александров (Россия),Б.Гринев (Украина)

M. Ibarra (Spain),Г.Маковецкий (Белоруссия)

P. Perlo (Italy),P.Pernod(France),K Sato(Japan)

А. Шпак (Украина),H. Szymczak (Poland),

K. Ullako (Finland), В. Устинов (Россия),

P. Wigen (USA)

Программный комитет
Со-председатели:

Ю. Горобец, А.Звездин
В. Бержанский, Н. Бебенин, М. Валах, Б.Иванов, А. Лагарьков, В. Локтев, И.Любутин, С. Ошкадеров, С.Овчинников, Г. Петраковский, В.Преображенский, A.Сигов, А. Погорелый, С. Рябченко, В. Сминтына, П. Стеценко, А.Толмачев

Организационный комитет
Председатель-В. Бержанский 
 В. Вишневский, С. Дубинко, М.Махонина 

С. Полулях, В.Попов. Т. Старчевская,
 




Контакты
Александр Горбованов

Тел: (0652) 230223. Факс: (0652) 232310
e-mail: icfm@crimea.edu
Тематика конференции
1. Фундаментальная физика функциональных материалов

2. Магнитные материалы
3. Материалы спиновой электроники и явления переноса

4. Электро- и магнитооптические материалы            

5. Пьезо- и магнитоэлектрические материалы

6. Магнитоупругие материалы и мартенситы

7. Материалы для СВЧ-применений

8. Материалы для регистрации ионизирующих излучений 

9. Нанотехнологии при синтезе функциональных материалов

10.  Материалы для медицины и охраны    окружающей среды. Биосенсоры.

11. Современные методы и аппаратура 
для исследований материалов
Представление докладов
Лекция
30 мин.

Устный доклад
15 мин.

Стендовый доклад
Рабочий язык
Английский

Основные даты
Регистрационная форма     
30 апреля 2005

Тезисы
   1 июня 2005

Подтверждение прибытия
20 сентября 2005

Выставка
Планируется проведение выставки образцов новых функциональных материалов и  устройств на их основе, макетов научной аппаратуры, монографий и учебной литературы. Рекламная информация об экспонатах будет опубликована в материалах конференции. 

Конкурс
Состоится конкурс на лучшую работу среди молодых исследователей (студентов, аспирантов, докторантов). 

Публикация материалов конференции
Тезисы

Объем тезисов докладов на английском языке - одна полная страница формата А4. Поля: верхнее, нижнее, левое – 3 см, правое – 2 см. При использовании MS Word - шрифт Times New Roman, 12 пт. Абзац: межстрочный интервал – полтора интервала. Вверху страницы – название доклада (жирный шрифт, 12 пт), строкой ниже – ФИО авторов, адрес организации. После пустой строки – текст тезисов. Тезисы должны быть представлены в виде файла MS Word или текстового файла по адресу  icfm@crimea.edu
  Труды 

После рецензирования доклады будут опубликованы как регулярные статьи в журнале “Functional Materials”. Правила оформления находятся на сайте ICFM’2005 

http://www.icfm.crimea.edu/

Место проведения конференции
Южный берег Крыма, санаторий «Крым». Стоимость проживания и трехразового питания до 20 Eu в сутки 

Регистрационный взнос (для стран СНГ)
Участник                                                  30 Eu
Cтудент,аспирант                                    15 Eu Заочное участие в стендовой секции    20 Eu Участие в выставке                                 20 Eu Сопровождающее лицо                          15 Eu               (Все расчеты  в гривнях  при регистрации)             

Культурная программа 

Экскурсии по Южному берегу Крыма

Дегустация крымских  вин

Концертная программа 

Банкет

(расходы на культурную программу в регистрационный  взнос не входят)

Адрес оргкомитета
ICFM’2005

Таврический национальный университет

95007 Симферополь, Украина

Телефоны: (0652) 230223, 232223

e-mail:  icfm@crimea.edu
Internet: http://www.icfm.crimea.edu/
Регистрационная форма
ICFM’ 2005          3 –8 октября 2005, Крым

Имя
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Новости науки и техники
Наномагнитные биосенсоры, основанные на эффекте гигантского магнитосопротивления
Биосенсоры - это аналитические приборы или устройства, предназначенные для идентификации биологических и биохимических элементов, таких как: энзимы, нуклеиновые кислоты, антитела, антигены, микроорганизмы, клетки и др. Эти сенсоры  используют биологические материалы для "узнавания" молекул и передают информацию об их наличии и количестве в виде электрического, оптического или магнитного сигнала. Биосенсоры объединяют селективные возможности биологии с технологическим аппаратом современных микроэлектроники, оптоэлектроники и нанотехнологии, создавая таким образом мощные и весьма компактные аналитические устройства для медицины и биологии, для анализа лекарственных препаратов , качества окружающей среды и продуктов питания, для сельского хозяйства и ветеринарии , для борьбы с биотерроризмом и многого другого. 

Большинство биосенсоров ориентированы на анализ биологических жидкостей. Задача заключается в том, чтобы быстро, селективно и количественно определить содержание нужного соединения, например, в крови. Кровь, как известно, содержит тысячи различных соединений. Для людей, страдающих , например, диабетом, определение содержания в крови глюкозы является жизненно важным клиническим показателем. Биосенсоры в полной мере обеспечивают такую возможность.

Любой биосенсор состоит из двух функциональных подсистем. Первая - биорецепторная, т.е. селектирующая подсистема, где используют различные биологические структуры, обладающие высоким сродством и избирательностью к соответствующим молекулам - лигандам. Вторая – трансдьюсерная подсистема,- которая преобразует биологический сигнал в физический - электрический оптический, магнитный и т.д. Для обработки информации применяют разнообразные микроэлектронные системы, интегрированные с сенсорными на одном и том же чипе. Биосенсоры подразделяются по типу биоселектирующих подсистем и типу трансдьюсеров. Их комбинирование между собой создает большое разнообразие различных типов биосенсоров. Однако для создания такого миниатюрного прибора необходимо решить большое количество научных, технологических и инженерных задач. Основной слабой стороной наиболее популярных в настоящее время биосенсоров с оптическим детектированием является довольно сложная и громоздкая система оптического трансдьюсера. Хорошей альтернативой являются микроскопические магнитные биосенсоры.

Принцип действия магнитного биосенсора основан на детектировании и подсчете микроскопических парамагнитных частиц, химически связанных с антителом к элементу, содержание которого требуется определить(рис. 1).  
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 Рис.1 Принцип действия магнитного биосенсора [1]

 Система в целом состоит из находящегося в растворе определяемого антигена ( antigene), так называемого аналита, и двух специфических антител (antibodies), независимо друг от друга взаимодействующих с двумя активными центрами аналита. Первые антитела , так называемые “захватывающие” или рецептирующие  антитела (capture antibodies) иммобилизированы на поверхности магнитного cенсора. Вторые антитела (magnetic particle-labeled antibodies), так называемые детектирующие антитела, конъюгированы с поверхностью магнитных наночастиц. Когда исследуемая жидкость, в которой предположительно находится аналит, контактирует с первыми - «захватывающими» антителами, антиген оказывается иммобилизированным на поверхности магнитного детектора. При добавлении в систему раствора, содержащего магнитные наночастицы со вторыми - детектирующими антителами, они в свою очередь связываются с антигеном, что  приводит к осаждению магнитных частиц на поверхности магнитного датчика, что и им регистрируется. 

Широкое применение  магнитных биосенсоров ля биологической и медицинской диагностики сдерживалось тем , что до недавнего времени не было магнитных датчиков, которые бы обладали высокой чувствительностью при малом геометрическом размере, малой потребляемой мощностью и невысокой стоимостью. 

Положение изменилось с открытием в конце прошлого столетия эффекта гигантского  магнитного сопротивления (ГМС) в магнитных наноразмерных материалах. Аббревиатура GMR (giant magnetoresistance) на рис.1 означает, что магнитный датчик основан на магнитном материале, обладающем  гигантским магнитосопротивлением.

Важным достоинством датчиков магнитного поля, разработанных на основе эффекта гигантского магнитного сопротивлении и обладающих высокой чувствительностью к магнитному полю, является то, что они могут производиться методами интегральной микроэлектронной техники и совместимы со стандартной кремниевой технологией. Это значит, что становится  возможным на одном чипе интегрировать и систему магнитных сенсоров, и электронику, необходимую для обработки считываемых сигналов. При этом предполагается, что на одном чипе смонтированы разнообразные рецептирующие биосенсоры к различным аналитам, Подробнее организация подобных биочипов ( но с немагнитными биосенсорами), позволяющая определять в  единой анализируемой смеси наличие  сотни разнообразных вирусных частиц , описана , например, в [ 6 ].

Суммируя, можно заключить, что магнитные биосенсоры и магнитные биочипы, позволяющие получать и перерабатывать экспресс-информацию о биохимическом  составе тех или иных объектов, благодаря своей компактности, высокой чувствительности,  малому  энергопотреблению, низкой цене и простоте эксплуатации являются перспективными, особенно с точки зрения создания портативных комплексных биочипов.  Хотя они  находятся в начале своего развития, можно ожидать существенного вклада этих биоэлектронных устройств в повышение качества медицинских анализов, контроля технологических процессов, оценки качества пищевых продуктов и окружающей среды и т.д.
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Виброзащита с магнитным наполнителем

На российском рынке с каждым годом увеличивается производство современной лицензионной продукции развитых стран Европы, Азии и Америки. Основной задачей этих проектов является обеспечение российского рынка высококачественными изделиями. Другой задачей, вероятно еще более значимой, является приближение отечественных производителей к современному уровню производства. Согласно многим лицензионным соглашениям с каждым годом доля российской комплектации в конечном изделии должна увеличиваться. 

В настоящее время в России налажена сборка  нескольких марок автомобилей  известных фирм, и эта тенденция будет развиваться . Известно, что в современном автомобиле применяется до 40-50 позиций постоянных магнитов -для электродвигателей, генераторов, датчиков и других механизмов. К сожалению, замена импортных магнитных компонентов  на отечественные при производстве  автомобилей  происходит пока очень медленно.

Однако есть и положительные примеры.  В настоящее время налажен массовый выпуск отечественных виброзащитных изделий с магнитным наполнителем, которые используются вместо импортных известной европейской фирмы. Это производство освоено на ОАО «Стандартпласт» в г. Иванове в короткие сроки. Специалисты ОАО «Стандартпласт»  совместно со специалистами ООО «Ферромаг» (г. Владимир)  подобрали необходимые материалы, изготовили опытные образцы, разработали высокоэффективные магнитные системы для намагничивания изделий, провели все необходимые испытания, разработали технические условия на новую продукцию и аттестовали ее. Испытания показали, что изготавливаемая продукция не уступает по качеству импортной, а по цене значительно ниже  ее. В настоящее время объем выпуска данной продукции в ОАО «Стандартпласт» составляет 40 тонн в месяц. На фотографии показан процесс намагничивания изделия. Разработанная и изготовленная магнитная система для намагничивания виброзащиты обеспечивает уровень индукции на поверхности магнитопровода 1 Тл, что гарантирует промагничивание магнитного порошка в виброзащите по всей высоте изделия.
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Российское Магнитное общество поздравляет весь коллектив ОАО «Стандартпласт»,  особенно зам. главного инженера Сурова И.В. и инженера Якимову И.А.,  с решением непростой научно-технической задачи, реализация которой привела к освоению новой продукции на российском рынке.

Директор ООО «Ферромаг»,

Гл. конструктор ООО «ПМТиК» (группа AMT&C)

Председатель Владимирского отделения Магнитного общества Е.В.Сидоров

Спиновая химия

В этом обзоре мы бы хотели обратить внимание читателей Бюллетеня на такую мало известную физикам и технологам область, как спиновая химия. Речь идет об управлении магнитным полем химическими реакциями, а также других процессах, в которых спиновые координаты оказывают влияние на протекание химической реакции. Каким образом магнитные взаимодействия, энергия которых много меньше энергии теплового движения и, тем более, меньше энергетических характеристик химических связей, способны влиять на химические реакции?

Эта возможность возникает вследствие трех причин: 

Причина 1: Принцип Паули.

В результате реакции диссоциации в растворе или газе образуются атомы или радикалы (электрически нейтральные частицы, имеющие неспаренные электроны). Направление химической реакции зависит от того, будут ли радикальные пары рекомбинировать обратно, или же они будут вступать в другие, конкурирующие реакции (реакции с растворителем, с радикальными ловушками, изомеризации или диссоциации радикала и т.п.). Если сталкивающиеся радикалы имеют антипараллельные спины (радикальная пара находится в синглетном состоянии, суммарный спин системы s=0), тогда  возможно образование химической связи. Образующаяся молекула находится в основном электронном состоянии. Если сталкивающиеся радикалы имеют параллельные спины (триплетное состояние, спин s=1), то в соответствии с принципом запрета Паули эти электроны находятся на различных молекулярных орбиталях, и такое состояние является возбужденным. Поскольку такие состояния обычно лежат высоко по энергии, в подавляющем большинстве случаев реакция рекомбинации из триплетного состояния невозможна. При случайной встрече радикалов реализуется  один из четырех вариантов спинового состояния пары - синглетное состояние S (спин системы равен нулю s=0, проекция спина на направление внешнего поля ms=0) и три триплетных состояния T+ , T0, T- (спин s=1, проекция спина ms =1,0,-1 соответственно). В результате только 1/4 числа столкновений может привести к протеканию реакции рекомбинации, а 3/4 числа столкновений могут привести к протеканию других конкурирующих реакций. 

Причина 2: Эволюция спинов

Однако, для того, чтобы ход реакции определялся не просто статистикой синглетных и триплетных состояний, необходимо уметь изменять спиновое состояние пары реагентов. Таким образом, вторым необходимым условием, благодаря которому стала возможным спиновая химия, является управляемое изменение спинового состояния: в магнитном поле треплетное состояние может проэволюционировать в синглетное и обратно. Как следует из рисунка 1 во внешнем магнитном поле расщепление T уровней пропорционально внешнему магнитному полю H. Переход T0
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S, имеет большую вероятность, чем переходы  T+
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S и  T- 
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S, поскольку  в этом случае энергия системы изменяется меньше всего (рис.1). 
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Рис.1 Синглетный и триплетный уровни во внешнем магнитном поле.

Таким образом, наибольший вклад в процесс триплет-синглетной эволюции вносит процесс перехода из T0 состояния, энергия которого отличается от энергии синглетного состояния на величину, равную энергии обменного взаимодействия J. Спины электронов двух радикалов, вступающих в реакцию прецессируют в магнитном поле. Из рисунка 2 видно, что для осуществления T0
[image: image11.wmf]®

S перехода разность фаз между прецессирующими спинами должна достигнуть величины [image: image12.png]


. Такая разность фаз может накопиться, только если два спина будут прецессировать с различными частотами, определяемыми формулами: 
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Рис.2 Триплет – синглетная эволюция 

Время триплет-синглетной эволюции, как следует из формул (1) определяется формулой: 
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Таким образом, скорость триплетного перехода тем больше, чем больше разница g-факторов. Этот механизм называется 
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механизмом, он аналогичен процессу спин-спиновой релаксации в ЭПР. Возможен также еще один механизм, приводящий к изменению скорости прецессии  спинов – механизм сверхтонкого взаимодействия (СТВ-механизм). Этот механизм может играть роль, если радикалы имеют магнитные ядра. В этом случае магнитное ядро создает дополнительное поле на электроне сонаправленное или противоположно направленное внешнему. 

Причина 3: Клеточный эффект 

Даже выполнение первых двух условий не является достаточным для спиновой химии. Необходимо чтобы пара радикалов успела проэволюционировать из триплетного в синглетное состояние за время реакции, т.е. чтобы время взаимодействия радикалов было соизмеримо с временем магнитной релаксации, которое находится в интервале 10-5-10-8с. Время столкновения двух молекул в газе  не превышает 10-13. Таким образом, за время столкновения молекул в газе спиновое состояние пары реагентов измениться не успевает, и выход реакции целиком определяется статистикой синглетных и триплетных состояний. Иная ситуация в жидкостях. Для конденсированной (жидкой и твердой) фазы характерен так называемый клеточный эффект. Это явление заключается в том, что сталкивающаяся пара молекул реагентов находится в клетке молекул растворителя, которые удерживают эту пару вместе значительное время,  порядка 10-9 с.  В средах с большей вязкостью время возрастает многократно и становится достаточным для спиновой эволюции. 

Эффекты спиновой химии 

Перечисленные выше причины, приводят к тому, что  относительно слабое магнитное воздействие может существенно влиять на ход химической реакции и приводит к ряду интересных эффектов. 

Эффект управления магнитным полем.  Как следует из формулы 2, изменяя величину поля можно управлять скоростью триплет-синглетной эволюции и, таким образом, регулировать выход продуктов реакции. 

Магнитный изотопный эффект, т.е. эффект обогащения и обеднения продуктов реакции магнитными изотопами. Этот эффект наблюдается в смесях молекул различного изотопного состава: часть молекул содержит ядра с равным нулю спином, а часть состоит из немагнитных ядер. В результате сверхтонкого взаимодействия скорость триплет-синглетной эволюции молекул, содержащих магнитные ядра, и немагнитных молекул будет различной, что, как мы уже видели, влияет на выход реакции. 

Химическая поляризация ядер 

Химической поляризацией ядер называется эффект возникновения неравновесной заселенности ядерных зеемановских уровней в результате протекания химической реакции. Эффект регистрируется как изменение спектра ЯМР в ходе химической реакции. И проявляется в виде многократного увеличения пика поглощения. Более того, в ходе химической реакции может возникать инверсная населенность зеемановских уровней и вместо поглощения в условиях резонанса наблюдается пик излучения. 

Автор благодарен М. Гантману за ценные консультации в ходе написания статьи. 

Более подробную информацию об эффектах спиновой химии с примерами конкретных реакций, а также информацию о последних открытиях спиновой химии можно найти в приведенном ниже списке литературы: 
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Магнитные туннельные соединения и магнитная память

Если заменить аморфный изолятор кристаллической прослойкой в структурах с туннельным переходом, можно втрое увеличить магнитное сопротивление при комнатной температуре. Об этом сообщили сразу две группы ученых. Открытие позволит создавать магнитную память MRAM с небывалой емкостью.

Жесткие требования, предъявляемые к современным компьютерам, – компактность, дешевизна, быстрота и улучшение других показателей, стимулируют развитие приборов для считывания и хранения информации. Последние десять лет для изготовления таких устройств производители использовали явление так называемого гигантского магитосопротивления (giant magnetoresistance - GMR). Высокая чувствительность GMR считывающих головок к магнитным полям позволила сократить размер бита (в котором данные закодированы в виде магнитных областей на драйверах дисковода), и, следовательно, значительно увеличить емкость накопления магнитных драйверов жестких дисков.

На горизонте замаячила еще одна технология. Это магнитное туннельное соединение (the magnetic tunnel junction - MTJ). Дэн Дальберг (Dan Dahlberg) из университета штата Миннесота утверждает, что сегодня практически каждый изготовитель накопителей на жестких дисках занимается развитием отрасли с учетом туннельного соединения. В чем же его преимущества? Оно обеспечивает еще более высокую чувствительность, чем GMR устройства. Последние эксперименты говорят о том, что новая технология нас не разочарует.

Устройство MTJ состоит из двух слоев ферромагнитного материала, но они разделены очень тонким, в несколько нанометров, изолирующим слоем, который образует туннельный барьер. Электроны в одном слое должны проскочить через диэлектрик, чтобы попасть в другой слой. Магнитный момент одного слоя неизменен, а у второго слоя он может изменяться. Когда векторы магнитных моментов обоих магнитных слоев направлены в одну сторону, сопротивление туннельного перехода минимально, через барьер проходит туннельный ток. Это соответствует логическому «0». Если же векторы магнитных моментов антипараллельны, то сопротивление перехода велико и туннельный ток не протекает через барьер. Это – логическая «1». В процессе записи данных в ячейку памяти нужная ориентация магнитного момента «нефиксированного» слоя устанавливается за счет пропускания тока через проходящую над ячейкой разрядную шину и подачи напряжения на соответствующую перпендикулярную ей шину . При считывании измеряется ток ячейки, зависящий от ориентации моментов образующих ее магнитных слоев. 

Совсем недавно сразу две группы ученых объявили, что втрое побили рекорд магнитосопротивления в туннельных соединениях. Такой скачок в значительной степени обусловлен заменой аморфного изолирующего барьера на поликристаллический или кристаллический оксид магния. Одна группа под руководством Стюарта Паркина (Stuart Parkin) из IBM (the IBM Research Laboratory in Almaden, California) сделала туннельное соединение с поликристаллическим MgO и ферромагнитными слоями, используя технику напыления. Ученым удалось довести магнитосопростивление до 220% при комнатной температуре. Другая группа под руководством Шинджи Юаса (Shinji Yuasa) из Японии (the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology in Tsukuba, Japan) с помощью технологии под названием молекулярно лучевая эпитаксия осадили кристаллическую структуру из оксида магния. Их достижение – магнитосопротивление в 180% при комнатной температуре. Кстати, исследования обеих групп вдохновили предсказания о теоретически возможном магнитном сопротивлении более 1000%.

Может быть, эти достижения дадут толчок развитию новых приборов, которых не было раньше? Вряд ли, но современные устройства будут работать намного лучше, и, несомненно, многие компании обратятся к MTJ технологиям. Величина туннельного магнитного сопротивления в 70% уже достаточна для таких применений как считывающие головки, что превосходит возможности GMR. Еще более высокая чувствительность позволит MTJ считывающим головкам либо считывать данные, записанные в меньшем размере, либо сканировать то же самое быстрее.

Магниторезистивные приборы можно использовать, во-первых,  для считывания данных, которые записаны в виде крошечных намагниченных областей на магнитной пленке. Обычно магнитный момент одного из двух ферромагнитных слоев фиксирован, а другой – нет, чтобы реагировать на прикладываемое поле (прочитываемое поле бита). В зависимости от значения бита "0" или "1", когда полевые точки бита имеют одно направление или противоположное, сопротивление ферромагнитного сандвича (будь то GMR прибор или MTJ) либо увеличивается, либо уменьшается.

Во-вторых, MTJs можно использовать для хранения бит данных с информацией, закодированной благодаря направлению намагниченности свободного ферромагнитного слоя. Ток, пробегая по такой туннельной структуре, создает поле, которое намагничивает свободный слой. Бит данных можно прочитать, измеряя туннельный ток через устройство. Такое магнитное запоминающее устройство (MRAM) будет энергонезависимым, (то есть сохраняет информацию при выключенном питании) в отличие от DRAM, и будет иметь много преимуществ по сравнению с современным поколением DRAM. Поэтому многие компании активно развивают направление, связанное с магнитной памятью.

Третье применение MTJ – в качестве элементов в логических устройствах или перепрограммируемых логических процессоров, что потребует самых высоких значений магнитного сопротивления. Как сказно выше (см. статью на стр. 6-7) наномагнитные биосенсоры, также могут быть основаны на эффекте гигантского магнитосопротивления
http://www.physicstoday.org/vol-57/iss-12/p24.shtml
Магнитная память: новая архитектура

Корпорации Тoshiba и NEC объявили о двух крупных разработках в области магнитной памяти MRAM. Развивая технологию MRAM, удалось разработать такой дизайн ячеек памяти, который наполовину сокращает потребление энергии во время записи данных и уменьшает при этом ошибки записи, а также новую архитектуру MRAM с высокоскоростными характеристиками, которые позволят добиться высокой плотности записи в приборах.

Достижения, о которых сообщили NEC и Toshiba, должны помочь ликвидировать ее недостатки, а именно, уменьшить размеры ячеек памяти и потребление мощности, сохраняя скорость работы.

Разработчикам удалось уменьшить ток записи, выбрав подходящую форму магнитного туннельного соединения MTJ, которое сохраняет информацию в ячейке памяти. Форма обычная - прямоугольная, но с округлыми выпуклостями в центре обеих длинных сторон. Вид сверху напоминает монету, лежащую на прямоугольнике. Благодаря новому дизайну ток записи можно уменьшить вполовину по сравнению с современными MRAM, а также сократить ошибки записи даже при наличии флуктуации в характеристиках переключения каждой клетки памяти.

Кроме этого, Тоshiba и NEC разработали новую архитектуру ячеек. До настоящего времени использовались две основные структуры MRAM-архитектуры. В одной из них каждой ячейке прилагается транзистор, который ускоряет время считывания, но за счет увеличения размеров ячейки. Вторая структура использует узловые ячейки памяти (cross-point - СP), удаляет транзистор из каждой отдельной ячейки, благодаря чему уменьшается ее размер, но время считывания увеличивается и появляются ошибки считывания из-за паразитного тока. Toshiba и NEC смогли сделать высокоскоростную CP структуру, которая использует один транзистор для четырех ячеек памяти. Благодаря такой конфигурации можно получить ячейку того же размера, что и стандартная DRAM-ячейка и обычная CP ячейка, но намного меньше, чем MRAM ячейка с транзистором. Новая архитектура также позволяет в четыре раза уменьшить время считывания по сравнению с обычными СР структурами, до 250 наносекунд.

Продолжая совместные исследования, компании надеются разработать в 2005 году фундаментальные технологии, необходимые для реализации MRAM емкостью 256 мегабит, используя туннельное соединение на 250 нанометрах, а также технологию СМОS на 130-180 нанометрах.

http://www.physorg.com/news2378.html
Магнетронный распылитель

Новый плоский магнетрон-распылитель представила американская корпорация Тегаль (Tegal Corporation).  По заверениям разработчиков, прибор позволяет значительно сэкономить средства изготовителям чипов.            

Особая конструкция магнетрона позволяет уменьшить потери вещества при распылении по сравнению с современным вакуумными распылителями, так называемыми PVD-системами (physical vapor deposition). Помимо уменьшения затрат материала-мишени, авторам изобретения удалось увеличить скорость и работоспособности установки. Эти параметры крайне важны для изготовителей полупроводниковых чипов. 

Обычные PVD системы  расходуют только 35-45% материала мишени, потом ее надо менять. В новом плоском магнетроне создается особая конфигурация магнитного поля. Благодаря специальному размещению катода  в магнитном поле, можно значительно увеличить расход материала мишени. Первые проверки показали, что расход вещества можно довести до 65%. Инженеры корпорации Тegal считают, что это не предел, эффективность прибора можно еще повысить. Увеличение расхода материала мишени особенно важно при напылении таких дорогостоящих металлов как золото, рутений, платина, которые активно используются в MEMS (микроэлектронные механические системы) и других приборах нанотехнологии.

Первые плоские магнетроны работают в Центре нанопроизводства калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Она напыляют AlN, SiN, TiN и пленки из других чистых металлов. Плоский магнетрон был последним изобретением Питера Кларке.

http://www.physorg.com/news2455.html
Мини-датчики 
Крошечный датчик размером с зернышко риса, который способен уловить изменение магнитного поля всего в 50 пикоТесла (что в миллион раз меньше  магнитного поля Земли!), изобрели американские ученые. Прибор может питаться от батарейки, и он в сто раз меньше, чем современные атомные сенсоры с такой же чувствительностью, которые весят несколько килограммов. 

Основное преимущество нового сенсора - его точность и чувствительность при маленьком размере, говорит один из его разработчиков Питер Швиндт из Государственного института стандартов и технологии (NIST). 

Новый магнитный датчик работает по принципу атомных часов размером с чип, о которых NIST сообщал в августе 2004 года. Область его применения широка: от использования в медицинских инструментах и в качестве крошечных приборов для поиска оружия до составления карт залежей полезных ископаемых и  точной навигации. Миниатюрный магнетометр достаточно чувствителен, чтобы найти спрятанное оружие на расстоянии около 12 метров или стальной контейнер на глубине до 35 метров. 

Новый магнитный датчик можно собирать на полупроводниковой подложке с использованием современных методов изготовления микроэлектрических и микромеханических систем (MEMS). Это позволит в массовом масштабе производить недорогие сенсоры, размером с компьютерный чип. 

Как работает такой сенсор? Он умеет определять крошечные изменения в энергетических уровнях электронов в присутствии магнитного поля. Через пар рубидия проходит свет от полупроводникового лазера. В присутствии магнитного поля количество лазерного света, поглощаемого атомами, изменяется. С ростом величины магнитного поля увеличиваются изменения в энергетических уровнях атомов, и, соответственно, меняется количество света, которое поглощают атомы. 

Таким образом, датчики работают как крошечные магнитометры. 

Существующие на рынке магнитометры имеют свои преимущества и недостатки. Так называемые магнитометры с насыщенным сердечником дают эквивалентную или лучшую чувствительность, но они значительно менее точные, имеют большие размеры и определяют только компоненту магнитного поля, направленную вдоль сенсора. Магниторезистивные приборы, которые используются в компьютерных считывающих головках, маленькие и дешевые, но обычно менее чувствительны и точны. 

http://www.physorg.com/news2524.html 

Магнитное поле управляет нанотрубками 
Машинам и роботам из области наномира, так же как и механизмам в мире нормальных размеров, требуются для работы моторы. Недавно группа ученых из Пенсильванского государственного университета (США) разработала «умный» двигатель для управления крошечными металлическими прутиками. Однако до последнего времени эти маленькие «субмарины» наномира беспорядочно двигались в растворе. Теперь команде исследователей под руководством Аюсмуна Сена (Ayusman Sen) удалось продвинуться на этом пути. Их результат: дистанционное управление возможно. 

Нанотрубки изготовлены из полосок разных металлов: один конец золотой, затем узкая никелевая полоска, потом опять золото и никель, и в конце - платина. Платиновый конец отвечает за движение, так как именно тут происходит преобразование «топлива». Его роль играет перекись водорода, присутствующая в растворе. Платина вступает с ней в реакцию, образуя кислород, который также растворяется в жидкости. Поэтому платиновый конец окружен раствором с более высокой концентрацией кислорода, чем второй конец нанотрубки. Соответственно поверхностное натяжение между раствором и металлической частью у разных концов трубки разное. Поэтому нанотрубку неуклонно тянет в сторону кислородосодержащей области раствора. Кислород образуется постоянно, и в растворе устанавливается градиент. Нанотрубка двигается через раствор платиновым концом вперед. Но так как ориентация нанотрубок беспорядочна, общее движение не имеет выделенного направления. 

Но только до тех пор, пока не появляется дистанционное управление, роль которого играет внешнее магнитное поле. В качестве «приемных антенн» выступают ранее намагниченные полоски никеля в нанотрубках. Ширина этих полосок должна быть меньше, чем их диаметр, для того чтобы происходило сначала поперечное намагничивание нанотрубок, а не продольное. Когда включается магнитное поле, нанотрубки выстраиваются под прямым углом к силовым линиям поля. Устанавливается такая ориентация, как будто нанотрубки образуют застежку-молнию под действием перекиси водорода. Изменяя направление магнитного поля, исследователи могут управлять ориентацией нанотрубок, и, таким образом, направлять их движение как угодно. 

«Нам надо научиться присоединять наши моторы из нанотрубок к другим объектам наномира для того, чтобы управлять ими. Это открывает новые возможности для целого нового класса микро- и наномашин», - говорит Сен. 

Размеры и магнитные свойства нанотрубок сравнимы с таковыми у бактерий, демонстрирующих магнитотаксис (способность ориентироваться в магнитном поле Земли). 

http://research.chem.psu.edu/axsgroup/nanomov.htm.

Магнитная левитация или мини-лаборатория
Представьте, что вся химическая лаборатория целиком может занимать место размером всего лишь с почтовую марку! Именно этого пытаются добиться американские физики Дон Нойгл (Don Naugle) и Игорь Люксютов (Igor Lyuksyutov) из Техасского университета (Texas A&M University). В основе новой технология лежит магнитная левитация. 

Она проявляется, когда сила отталкивания от магнита, оказывающего воздействие на диамагнитный объект, компенсирует его вес. Физикам раньше удавалось поднимать в воздух разные диамагнетики, даже лягушек с помощью сильных магнитов. Но американские ученые продвинулись в область микромира, разработав магнитные ловушки размером с микрон. Им удалось поднять в воздух капли жидкости такого же размера. Используя маленькие магниты размером с почтовую марку, Нойгл и Люксютов смогли двигать, вращать и соединять крошечные капельки, парящие в воздухе. Среди них растворы спирта, масла, порошки, красные кровяные клетки и вирусы. Ученым удалось также манипулировать в воздухе крошечными кристаллами, контролируя их ориентацию. Такая технология открывает невероятные возможности в области медицины, химии, химической техники и других смежных областях. 

Причем капельки настолько маленькие, как бактерии, или в 100 раз меньше человеческого волоса, и в миллиард раз меньше по объему, чем капли, которые поднимались в воздух с помощью обычных методов. 

Нойгл называет метод «лабораторией на чипе» и считает, что у него невероятные возможности. «Приборы на основе такого чипа поднимают в воздух и манипулируют диамагнитными объектами, которые очень слабо отталкиваются магнитами. В их число входят живые ткани и другие объекты и вещества, о магнитных свойствах которых многие и не подозревают», - объясняет ученый. Но понадобилось несколько лет, чтобы заставить капли жидкости подниматься в воздух. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы манипулировать ДНК, нанотрубками и другими веществами, используя и магнитные и электрические поля. Цель исследований - научиться нанотрубки «сажать» в нужное место на кремниевом чипе. 

Прибор состоит из двух постоянных магнитов, 250 микрон в высоту и 10 миллиметров в ширину, отнесенных на 80 микрон и вмонтированных в стальную пластину. В приборе создается область низкого магнитного поля (ловушка), окруженная областью высокого магнитного поля. Так как энергия диамагнитного объекта пропорциональна плотности энергии магнитного поля, то объекту энергетически более выгодно оставаться в области слабого магнитного поля. Сила, действующая на объект, пропорциональна градиенту плотности энергии, которая высока, так как плотность энергии изменяется на очень маленьких расстояниях. Капли жидкости впрыскиваются в прибор из распылителя, за ними можно наблюдать в оптический микроскоп. Физики смогли двигать, вращать и даже соединять капли, прикладывая электрические или магнитные поля, управляя потенциальной энергией капель любых непарамагнитных веществ. 

http://www.physorg.com/news2696.html 

Магнитный кремний

Кремний, создающий магнитное поле, 

разработали ученые из университета штата Олбани    (the College of  Nanoscale  Science and  Engineering), США. Они утверждают, что использование  такого кремния в   чипах с   магнитными  свойствами даст новый толчок развитию приборов спинтроники. 

В спинтронике используется квантовое механическое свойство спина электрона и его заряд. Потенциально применение спинтроники включает в себя магнитную память (MRAM), приборы, которые работают на ее основе, не требуют времени на загрузку и наличия обычных жестких дисков. 

Полупроводниковые материалы, такие как кремний, используются в блоках памяти и центральном процессоре, постоянная же информация в компьютере сохраняется на намагниченных жестких дисках, которые используют свойства спина электрона. Но, похоже, и полупроводник можно сделать магнитным, добавив к нему примесь, например, марганец. Получается так называемый разбавленный магнитный полупроводник (diluted magnetic semiconductor - DMS), который объединяет свойства магнетизма, используемого для постоянного хранения информации, и свойства полупроводниковой памяти логических приборов. DMS приборы спинтроники должны работать со значительно более высокими скоростями и потреблять меньше энергии, чем обычные приборы. 

Исследование, впервые проведенное профессором Висентом ЛаБелла (Vincent LaBella) и Мартином Болдаком (Martin Bolduc) показывает, что кремний можно сделать «ферромагнитным» или постоянно намагниченным при 127 градусов Цельсия, что намного выше температуры, при которой работают обычные приборы. Таких успехов ученые достигли, добавив к кремнию марганец в концентрации 1% на атом. 

Ученые добавляли к кремнию марганец в разных концентрациях, затем измеряли магнитные свойства с помощью магнитометра SQUID. И обнаружили, что кремний становится ферромагнетиком при температуре выше комнатной (или точнее при 127 градусах Цельсия), что позволяет использовать его в приборах типа персональных компьютеров, телефонах и PDAs. «Результат удивительный. Он открывает двери приборам спинтроники на основе кремния, которые могут работать при комнатных температурах или выше», - говорит ЛаБелла. «Эти результаты показывают, что ферромагнитная обменная связь в кремнии очень сильная. Мы собираемся выяснить, почему это так», - добавляет Болдак. 

От редакции: Еще пару лет назад было установлено, что поверхностный слой кремния обладает магнитными свойствами. И тогда уже стало понятно, что по мере дальнейшей миниатюризации электроники этот вопрос встанет «во весь рост» и будет существенно влиять на характер протекания тока. 

http://www.physorg.com/news2620.html 

Магниты-гиганты для ускорителя
Первый сверхпроводящий магнит для Большого Адронного Коллайдера (БАК - Large Hadron Collider - LHC) был спущен в тоннель ускорителя в марте этого года. Это первый из 1232 дипольных магнитов для будущего ускорителя, строительство которого продолжается в ЦЕРНе. Длина окружности БАК составляет 27 километров, он должен заработать в 2007 году. 

Основу ускорителя составляют сверхпроводящие дипольные магниты, самые сложные механизмы в этом огромном сооружении. Длина каждого магнита – 15 метров, а вес – 35 тонн! Их сверхпроводящая обмотка позволяет создавать огромные токи без потерь энергии. Поэтому они в состоянии производить большие магнитные поля для того, чтобы управлять траекторией протонов. В ускорителе эти частицы разгоняются до скоростей, близких к скорости света. БАК будет самым мощным ускорителем в мире с энергией 14 ТэВ, что в 70 раз больше, чем у прежнего ускорителя LEP (для которого и был построен тоннель). 

Чтобы магниты оказались в сверхпроводящем состоянии, их надо охладить до температуры -271°C, близкой к абсолютному нулю. Если бы БАК был изготовлен из обычных электромагнитов, то пришлось бы строить 120- километровый тоннель и затратить огромное количество электроэнергии, чтобы разогнать протоны до таких же энергий, что в БАКе. 

Для того чтобы опустить огромные сверхпроводящие магниты в тоннель на глубину 50 метров, прорыли специальные шахты. А к месту работы (сам тоннель расположен на глубине от 50 до 100 метров) магниты будут доставлять машины, передвигающиеся со скоростью 3 километра в час. 

Кроме дипольных магнитов, на БАКе будут установлены сотни других более мелких магнитов. В целом на ускорителе должно быть установлено более 1800 магнитов. Магниты будут подсоединены к криогенной системе со сверхжидким гелием, чтобы добиться температуры близкой к абсолютному нулю. 

Спуск первого дипольного магнита совпал с еще одной датой: изготовлена половина больших дипольных магнитов, остальные будут готовы к осени 2006 года. Для европейской промышленности это серьезный заказ. Надо было изготовить 7000 километров сверхпроводящего кабеля из ниобия-титана. Почти сотня компаний в Европе занималась изготовлением комплектующих для магнитов, а три компании Babcock Noell Nuclear (Германия), Alstom (Франция) и Ansaldo (Италия) отвечали за их сборку. 

http://info.web.cern.ch/Press/PressReleases/Releases2005/PR02.05E1er-aimant.html 

 

Магнитные  микропровода – замена CD-ROM
Ученые из Испании предлагают еще один миниатюрный вариант CD-ROM, который можно изготовить с помощью микропроводков с магнитными свойствами.

Тонкие магнитные нити, в три-пять раз тоньше человеческого волоса, представляют собой металлические провода со стеклянным покрытием. Они были изобретены еще в СССР для военных целей, но тогда ученые пытались их использовать и в других областях. 

Радиус металлического стерженька колеблется от одного до двадцати микрон, а размеры стеклянного покрытия от пяти до двадцати микрон. Эти тоненькие и очень гибкие проводки могут иметь разную длину и состоять из различных ферромагнитных сплавов. Но они имеют одно общее свойство: способность  намагничиваться. Благодаря  этой способности и маленькому размеру микропровода привлекают внимание исследователей.

Баскские ученые предлагают использовать их для хранения информации, чтобы создать крошечный аналог CD-ROM. Свойства некоторых из таких микропроводов характеризуются магнитной бистабильностью, связанной с круговой («бамбукового» типа) структурой доменов. Каждая такая структура на поверхности микропровода намагничена положительно или отрицательно. При появлении внешнего магнитного поля такие микропровода намагничиваются. Намагниченности 

Магнитное общество - это некоммерческое объединение специалистов, поэтому ему необходима Ваша материальная поддержка. Общество с благодарностью примет безвозмездную материальную помощь юридических и физических лиц, готовых  поддержать уставную деятельность Общества.  

           Добровольные пожертвования и взносы - основной источник финансирования Общества в соответствии с законодательством и Уставом . 

           Именно благодаря  такой помощи издаётся Бюллетень и создан сайт Общества. 

Шорыгин М.П.

тел. дирекции МАГО (095) 433-18-07
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Редакция Бюллетеня Магнитного общества обращает внимание своих читателей на вебсайт http://www.ndfeb.ru новостная лента которого содержит постоянно обновляющуюся информацию по самому широкому кругу вопросов, связанных с магнитной тематикой.   


(отрицательной или положительной) можно присвоить знак «0» или «1», соответственно. Следующий шаг к созданию мини CD-ROM  - внутреннее разделение микропровода, которое можно осуществить с помощью процесса, называемого анизотропией. 

Согласно подсчетам ученых, микропровод длиной десять сантиметров можно разделить на десять миллионов клеток, в каждой из которых можно хранить один бит информации. А это означает, что каждую из этих клеток надо намагнитить в одном или другом направлении. 

Как только информация будет записана таким образом, необходимо разработать системы для ее извлечения и считывания. И это непростая задача. Чтобы считать информацию, надо получить электрический сигнал, усилить его и переработать таким образом, чтобы информацию можно было извлечь.

http://www.physorg.com/news3280.html
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http://www.magnetism.org/futureconf.html

	28 ноября-2 декабря 2005 г.
	2005 Fall Meeting of Materials Research Society (MRS)
	Boston, Massachusetts, USA, www.mrs.org
Materials Research Society

 Fax: 724-779-8313
E-mail: info@mrs.org


ТОМ 6                                                   12 апреля 2005 г.                                                 № 1 221223333332 








	





МАГНИТНОЕ ОБЩЕСТВО


Магнитное общество – МООСМ "Магнитное Общество"  самостоятельная творческая профессиональная общественная организация, объединяющая на добровольных началах специалистов, связанных с решением научных, научно-технических и производственных задач магнетизма.


БЮЛЛЕТЕНЬ


















































.           		








PAGE  
1

_1173893940.unknown

_1173894584.unknown

_1173894610.unknown

_1173914311.unknown

_1173893994.unknown

_1173894365.unknown

_1173894575.unknown

_1173894015.unknown

_1173893964.unknown

_1167742100.vsd

_1173893898.unknown

_1166466185

